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原子層物質である遷移金属二カルコゲナイド(TMDC)は，元素種や層数によって変容する多彩な

低次元物性を示すことから近年特に注目されている材料群である。本研究で対象とする PtTe2も層

状の結晶構造をとる TMDC の一種であり，Te-Pt-Te の三原子層(TL)を一単位として，これらがフ

ァンデルワールス(vdW)結合で積層した結晶構造を有する[1]。バルクでは半金属的な電子構造が 1 

TL のみを取り出すと半導体的に変化することが報告されているが[2]，このことは vdW 的な層間

相互作用が電子構造を大きく変調する要因となっていることを示唆している。 

他方，有機分子の構造・物性探索においては，dangling bond をもたない劈開面を生じる原子層

状物質は相互作用の弱い系を与える基板として広く用いられてきた。こうした結晶基板上におい

て分子がバルクの結晶構造を保ちつつ軸配向を基板表面の特定の結晶方位に揃えて成長する現象

は「ファンデルワールスエピタキシー」として広く知られている[3]。本研究では，PtTe2 原子層表

面にC60分子を積層した vdWヘテロ界面の結晶構造を微小角入射X線回折(GIXD)により検証した。 

グラフェンで被覆した 6H-SiC(0001)基板上に 5 TL の PtTe2 原子層を超高真空中にて製膜し，表

面保護のため 10 nm の Te 層で被覆した試料を大気中に取り出して移送した[4]。これを超高真空中

にて 180°C で加熱することで Te 保護層を除去した後，室温にて C60 を真空蒸着によって積層して

試料を作製した。GIXD 測定は SPring-8, BL-19B2 において既報[5]と同様の手法により実施した。 

試料面内方位角を回転させて取得した GIXD パターンにおいて，PtTe2 101 に等価な６つの回折

を検出した試料面内方位からそれぞれ時計回りに 23.5

度回転した方位において C60 22
＿

0 に等価な回折スポット

が６回観測されたことより，(111)配向した C60 結晶薄膜

が PtTe2 に対してエピタキシャル成長することが確認さ

れた。両者の格子整合関係は上記の角度差から Fig. 1 の

ように導かれ，C60 が PtTe2 表面格子に対してほぼ

commensurate に成長していることが明らかとなった。 
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Fig. 1: Inter-lattice relationship of the C60 
on PtTe2 interface.  
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